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Los conmutadores de sucesién electrdénicos, se uti
lizen, por ejemplo, en aparatos de radio y televisidn para
la conmutacidén electrénica de los cenales y de los elcances
Egtos conmutadores de sucesién electrénicos estdn provistos
de conexiones de retencién, que cuiden para que también des
pués de agotarse el impulso de conexidén permanezcse conecta-
do el canal elegido. Por la conexién de retencidn, por lo -
tanto, despuds de conectar se bloquea el grado conectado. -
Egte bloqueo so0lo puede suprimirse porque se elige otro ca-
nal o porque el aparato en su totalidad se desconecta.

Uno de los problemas principales consiste en ha--
cer estos conmutadores de sucesidn tan seguros contra tras—
tornos, que le conmutacidén de un canal a otro o la puesta ~
en funcionemiento de un canal no elegido, por impulsos parsd
sitos, queden excluidos.

Para mejorar esta seguridad contra perturbaciones
ya se ha propuesto anteriormente conectar un elemento de co
rriente~tensién no lineal de tal modo en el circuito de la
corriente, que se recorra por la corriente de retencidn y =-|
en un punto de trabajo se haga funcionar con pequeila resis-
tencia diferencial. Tal elemento de construccién lineal es,
por ejemplo, un diodo de Zener. Cuando tal elemento de cons
truccidn se hace funcionar en la zona de ruptura, tiene un
nuy pequefia resistencia para impulsos pardsitos, de modo -
que la tensidn pardsita se desvis sin influencia sobre el -
estado de conexidn de la conmutacidén de sucesién. Los conmy
tadores de sucesidn electrénicos, con conexién de retencién,
gse componen de un nUmero de grados, unidos entre si, corres

pondiendo cada grado respectivemente & un canal, que deba -

conectarse. El nimero de grados, por lo tanto, depende del
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nimero de los canales disponibles para la seleccidn.

Frecuentemente se desea que al poner en funciong
miento el gparato se prefiera un canal y que con la puesta
en funcionamiento siempre se conecte automdticamente; tam-
bién cuando al desconectar el aparato estuviera conectado
otro canal.

Para la selecoidn de los canales generalmente se
requieren dos fuentes de tensidn, es decir, una tensién pe
ra la seleccidén del alcance (por ejemplo, UHF § VHF, benda
I 6 banda IITI)y otra tensién para la seleccién de frecuen-—
cig (por ejemplo, canal 6 6 canal 8, que tengan que conec-
tarse por la mencionada conmutacidén de sucesidén electréni-
ca.,

La fuente de tensidn estabilizada, que es la ten
gidn de més alto voltaje y que se wtiliza para la selec— -
cidn de la frecuencia, sdlo debe solicitarse debilmente w~
de modo adicional para no poner en peligro la estabilidad
de la frecuencia. Por esta razdén, para ls conmutacidn, que
estd prevista para la puestes en punto preferente del grado
I, s6lo, ests disponible uns corriente minima, por ejemplo,
de 0,1 a 0,3 mi.

Una carga tan débil puede alcanzerse, porque se
utiliza una resistencia de un valor Shmico, correspondien-
temente elevado. En una tengién estabilizada gque, segin el
elemento de estabilizacidn, presgenta, por ejemplo, 30 6 36
voltios, tal resistencia tendria que tener un valor aproxi
mado de 180 Kohm. Una resistencia tan grande no puede rea-
lizarse prédcticamente en una conexidn integrada de semi--—

~conductores, ya que en las dimensiones actuslmente pini-—-
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mas posibles y en las usuales relaciones de dotacidén, tal
resigtencia tendrias quepresentar unz longitud de aproxima-
damente 10 milImetros con una anchura de 10 um.

El invento tiene como base la indicacién de una
conexidn pare la puesta en funcionsmiento preferente de un
grado de una conmutacién de sucesién electrénica, que'sea
especialmente adecuada para la integracién en un cuerpo se
mi-conductor. En ello se parte de una conmutacidén de suce-
gién electrénica, por la que se inicia la conexidén de dos
fuentes de tensidn de potencisgl diferente.

Este problema se resuelve, segin el invento, por
que la tensidn requerida pera las pueste en funcionamiento
del grado preferente, resulta en un elemento de construc——
eibén, que estd conectado entre el electrodo de maniobra de
un transistor conmutador, que pone en funcionamiento el =
grado y la conexidén de potencial comin a la disposicidén de
conexidn, porque este elemento de construceidn estd conec-
tado en serie con resistencias, que forman un divisor de -
tensién y por lo menos un elemento de tensidn constante, -
conectdndoge a lz fuente de tensidén de volitaje mds alto, -
porgue la toma del divigor de tensidn se conecta a través
de un elemento de construccién permeable para la corriente
solamente ég.una direccidén, a la fuente de tensién de po~-
‘tencial més bajo y porgue. los elementos de construccilén eg
tén dimensionados de tal modo que la solicitacidén, que re-
sulta sélo ante la existencia de un potencial més alto, de
esta fuente dé tengidn, al iniciarse la tensibén de poten-——
cial més bajo se suprime o por lo menos se reduce conside=~

rablemente.
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El empalme de potencial, comin a la conexién, es
generalmente ls conexidn a masa. El elemento de construc—-—
cidén pars lapproduccién de la tensidén, por la que se pone
en funcionamiento el grado preferente, es ventajosamente -
uno 0 variosg diodos, que funcionan en la direceidn de flu~
jo. Como por esta tensgién debe maniobrarse de modo paéante
el transistor de conmutacidén, conectado posteriormente, tie
nen que conectarse en serie por lo menos dos dlodos. En eg
tos diodos resulta entonces, aproximadamente la tensién do
ble de base-emisor de transistor, que se hace necesaria pa
ra ls maniobre pasente del transistor, de modo que este -~
transistor puede conectarse de modo pasante con seguridad.
En lugar de diodos, para la produceidn de la tensién, que
pone en funcionamiento el grado preferente, también puede
utilizarse un diodo de Zener.

Los elementos de tensidn constante, gque estédn co
nectados en serie respecto a estos dlodos y a las resisten
cias, se componen ventajosamente de diodos de Zener. En es
tos dicdos, sin embgrgo, desciende en cada caso la tensién
de rupturs de Zener. El nimero de los diodos de Zener, co-
nectados en serie, se rige segin la magnitud de la tensién
de aprovisionamiento y, por lo tanto, segin en que medida
deba desmontarse esta tensién de aproxisionamiento para la
produceidn de la tensidn, que ocasiona la puesta en funcio
namiento. Los electrodos de Zener estdn conectados entre -
uno de los extremos del divisor de tensidén y la fuente de
tensidén de voltaje mds alto.

El invento debe explicarse mids detalladamente en

lo que sigue todavia por medio de un ejemplo de ejecucién.
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Pars lamejor comprensidén, al mismo tiempo se explicard bre-
vemente una cqnmuﬁacién de sucesidn consigtente en dos gra-
dos, con conexién de retencidn.

El conmutador de sucesidén, ilustrado en la fig. 1
compuesto de los grados I y II tiene la misidn, al aplicar-
se el impulso negativo de conectar los electrodos de entra-
da 10 é 12 del tramsistor Ty pars la seleccidn de frecuen--
cia y los transistores T& h's T9 para el alcance del canal de
sesdo. Cuando, por ejemplo, estd conectado el grado I, este
grado I debe desconectarse porque sobre el electrodo 12 del
grado II se conecta un impulso negativo. Por ello, al mismo
tiempo se conecta el grado II. Un impulso negativo, por lo
tanto, es necesario, porque el trensistor de entrada T1 es
un transistor pnp. En el transistor de entrada de sucesién
de zona inversa para la conexidén del grado se requerird un
impulso positivo. También puede conmutarse de un grado a -
otro grado, porque sobre la resistencia R1d' que es comin a
ambos grados y estd conectada entre los polos 1y 2, se emi
te un impulso. La parte de conexidn, designada con III, -
muestra la conexidén que se necesita para la puesta en fun-—|
cionamiento preferente del grado I al conectar el aparato.

Los transistores T1—T3 conectados en serie dejan
pasar un impulso solamente en una direccién. Asi ,en la ele&
cién ilustrade de los transistores, s6lo por impulsos nega-
tivos en la entrada 10’6 12 pueden conectarse los grados cg
rrespondientes.

La conexién, ilugtrada en la fig. 1, tiene dos —-
puentes de tensién de aprovisionamiento. En el empalme 8 es

t4n situedos, por ejemplo, + 12 V, mientras que en la cone-

xién 7 estd aplicada una tensién de aproximadamente + 30 V.
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la dltima tensidn estabilizada puede fluctuar considerable-
mente de aparato a aparate de modo, que la capacidad de fun
cionamiento de la conexién tiene que asegurarse por 1o menos
en el alcance entre 30 y 36 voltios.

Al empalme o estd conectados los trensistores de
entrada Ly=Lq. Detrés del twransistor T, del gistema pnp es-
t4n conectados en conexidén de Darlington los trangistores -
T2 ¥y T3. ELl emisor de T1 v los colectores de T2 y T3 estdn
aplicados a 12 voltios. Al emisor de T3 egtdn conectadas en
gerie las reslstencias R2 y R3 v la conexidén en paralelo -
del diodo Zener ZD1 y la resistencia R4.

Si ahora por medio de la resistencie de entrada -
R1 aobre el electrodo de base de T1, se emite un impulso ne
gativo, los transistores T1~T3 conmutan de modo pasante. -
Por medio de las resistencias R2, R3 y R4 fluye una corrien
te, por la que en el diodo de Zener ZD1 ge forma la tensidn
de ruptura.de Zener. Esta tensidén importa, por ejemplo, 6,2
voltios. Ry es de alto/giiggo ¥y eirve para rebajar la resig
tencia del bloque del diodo de Zener en tensiones, que eg-~-

tén situadas por debajo de la tensidn de Zener. La resisten

cia R3, por el contrario, es de bajo valor &Shmico, resultan
do en la misma g6lo pocas décimas de voltio de tensién. El

transistor T4, cuyo electrodo de maniobra estd conectado a

la toms del divisor de tensidn compuesto de las resisten~ -
oias R2 y R3, igualmente se conmuta de modo pasante de modo
que shore en la resistencia R18 entre los polos 1y 2, se -
aplice uns tensidén de Zener, reducidas por la tensidn de ini

cigeidn UBE‘ La tensién en R18 importa por ejemplo 5,8 vol-

tios.
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La corriente del transistor T4 fluye a través del
doble dilodo D1 D2 conectado en -el trayecto del colector y ~
el trayecto de base-emisor de T6 que, por lo tanto, también
se conmuta de modo pasante. La calda de tensidén entre el =
electrodo 7 (30 v) y el colector de T4, que al mismo tiempo
estd conectado al electrodo de base de TS’ importa aproxima
damente 1,8 V, eg decir, 3 xUBE en elemento de construccidn
de semi-conductores de silicio y abre el transistor T5 que
a través de la resistencia de emisor R5 estd unido con el -
empalme 7. La corriente a través del transistor T5 estd de-~
terminade por la resgistencia T5. Esta corriente fluye ghora
también a través del trayecto R3-ZD1/R4 y cuida que también
desgspués de la terminacidén del impulso de conexidn en ZD1 Y,
pof ello en la resistencia 18, se mantenga una tensién, por
la que el grado permanece en estado conectado.

El emisor de T5 estd conectado al alectrodo de ba
se de Ti, de modo que con el transistor TS conductor tam- -
bién se hace pasar conmutando este transistor T7. Por ello,
se hacen conductores también los transistores Ty y Ty coneg
tadog detrds del trangistor T7 en conexién de Darligton. =
por estos transistores se conectael alecance elegido.

Los transistores TB y Tg obtienen su tensién de -
abastecimiento de la conduccién de 12 voltios. Enlas condi-
ciones de tensidn elegidas, los transistores T1, T5’ T6 ¥y -
T7, son transistores pnp; los restantes transistores son de
tipo npn. El grado II es idéntico al grado I. Cuando, estan|
do conectado el grado I, se conecta el grade II por un im—-

pulso negativo en el empalme 12, sube, durante el impulso -

en la resistencia Rygs que es comin a todos los grados, 1la
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tensidén. Por ello, se reduce la corriente a través del traEJ
gistor T4 del grado I hasta que este transistor se bloguée
¥ por ello se desconecte el grado I. Bl grado II entonces =
estd listo para funcionar, ya que los fendmenos ya descri-—-—
tos, ahora transcurren, de igual msnera que en el grado I,
en el grado II. Ungs conmutacién también puede efectuarse -
porque se emite un impulgo sobre la resistencia R18’ por el
que la tensidn se aumenta en esta resistencia. Por ello ge
apage el gradoe conectado. Al mismo tiempo, se produce en el
electrodo colector de Tg un impulso de desconexidn negativo.
Este impulso se emite sobre el electrodo de entrada del gra
do subsgiguiente II y conecta este grado. Pars ello, por -
ejemplo, estan unidos enire si los electrodos 6 y 12 por me
dio de un condensador. En cada impulso, por lo tanto, se ha
ce avanger el conmutador de sucesidén por un grado.

Le parte de conexidén IIT sirve para la conmita- -~
cién preferente del grado I al poner en funcionamiento el -
aparato. La carga de la fuente de tensidn de 30 voltios, no
debe sobrepaser un determinedoe valor. La carga por la cone-
xidén IIT, sin embargo, no es critica, cuando no esté conec-
tado ningin grado. Tan pronto estéd conectado el grado, sin
embargo, la cargae de la fuente de tensidén de 30 voliios tie
ne que reducirse congiderablemente por la conexién III. BEn -
UN ocaso especial esta carga no debe sobrepasar, por ejemplo
de 0,2 MA.

La conexidn III se compone de una conexidén en se-
rie, conectada entre los polos de la fuente de tensidn de -
30 voltios, compuesta del doble diodo Dy, Dc, dos registen~
ciasg RA’ RB’ 4 diodos de Zener ZDa, ZDy, ZDE, ZDD y del dio
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' nemiento. Por lo tanto, debe evitarse que en un empleo di-

do DD‘ El diodo DD impide que fluya una corriente a tra- -
vés de los diodos de Zener, cusndo s6lo se aplica la fuen-
te de tensién de voltajes mds bajos. En los diodos, gque fun
cionan en la direccidn de fases DB’ Dg la tensién requeri-
da para la puesta en funcionsmiento del grado I tiene que

caer desde aproximedamente 1,2 voltios. Esta tensidn se -
aplica al electrodo de base del transistor TA, cuyo trayec
to de colector-emisor estéd conectado en psralelo al trayec
to colector-emisor de T4. Bl enlace entre las resistencias
Ra ¥y RB esta conectado por medio de un diodo DA al polo 8

de 12 voltios. La carga de la fuente de tensidn de 12 vol-
tios no es ceritica. Sin embargo, tiene que asegurarse que

el grado I inmediatamente al comenzar el empleo de la pri-

mers fuente de tensidn, se ponga en preparacidn de funcio-

ferencial condicionade por las constantes de tiempo, de lag
fuentes de tensidén de aprovisionamiento, en el tlempo situg
do intermediariamente, por un impulso pardsito se conecte
un grado indeseado.

Suponiendo que los electrodos de Zener en el ejem
plo de ejecuclén posean una tensidn de Zener en cads caso
de 6,3 voltios. Se supone que las resistencias RA ¥y Ry son
en cada cago de 5 kOhm. Si primersmente se aplica la fuen-
te de 30 voltios, entonces resulta en los diodos de Zener
una tensidén de 25,1 voltios. En el doble diodo DB vy Dc -
existe la tensidn de 1,2 voltios. Por las dos resistencias
fluye entonces una corriente de aproximadamente 0,30 mA. ~
En una tengidn de 36 voltios esta corriente aumenta hasta

1 mA. Esta cargs, no es critica en tanto todavlia no egté -
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en funcionamiento el grado. En el enlace entre RA Y Ry exis
te una tensidn de aproximadaemente 3 voltios a 30 voltios en
el polo 7. Al emplear la tensidén de 12 valitios, sube esta -
tensién de golpe aproximadamente a 11,4 voltios. A través -
de los diodos de Zener ya no fluye entonces ninguna corrien
te. La fuente de 30 voltios, por lo tanto, estd libre de so
licitacién. Si en lugar de 30 voltios se aplicasen 36 vol=-
tios &l polo 7, entonces esta fuente de tengidn despuds del
empleo de la fuente de 12 voltios, seguird todavia como si
no estuviers solicitada. Solo aproximadamente s 36 voltios
fluye la corriente mdximg permitida de 0,2 mA. Con ello al-
canza el alcance de trabajo permitido de la tensidn de aprg
visionamiento pricticamente de 27 voltios hasta 38 voltios.
En otras condiciones de tensidn, entonces puede -
adaptarse el mimero y las dimensiones de los elementos de -

congtruccién a las condiciones modificadas.

- N O T A -

La presente patente de invencidn comprende las si
guientes reivindicaciones:

1.~ Disposicidn de conexidn para la puesta en fun
cionamiento preferente de un grado en una conmutacidn eléc-
trénica de sucesidn con conexidén de retenciédn, para cuyo -~
funcionamiento estdn previstas dos fuentes de tengidn de ~
aprovisionamiento de potencial diferente, caracterizada por)
que la tensidén requerida para la puesta en funcionamiento -
del grado preferente resulta en un slemento de congtruccidén
que estd conectado entre el electrodo de maniobra y un tran

sistor de maniobras, que pone en funcionamiento el grado y
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el empalme, del potencial comin a la conexidn, porque este
elemento estd conectado en serie con resistencias, que for-
man un divisor de tensidn y por lo menos un elemento de ten
8ién constante, al que estd donectada la fuente de tensién
de voltaje més alto, porque la derivacidén del divisor de -

tensidn por medio de un elemento de construceldén permeable

pars la corriente sdélo en una direccion, estéd conectada a

la fuente de tensidn de potencial mds bajo, y porque los -

elementos de construccidén estdn dimensionados de tal modo

que la carga de esta fuente de tensidn resultante sélo en
la existencia del potencial mds alto, al utilizarse la ten-
gién de potencial mds bajo se suprime o por lo menos se re-
duce considerablemente.

2.~ Disposicidn, segin la reivindicacidén 1, carac
terizada porque el elemento de construceidn, en gque resulta
la tensién necesaria para la puesta en funcionmamiento del -
grado preferente, es por lo menos un elemento de consiruc—-
¢ién estabilizador de tensidén como un diodo, que funciona -
en direccldén de flujo o un diodo de Zener.

3.~ Disposicidn, segin la reivindicaeién 1, carac
terizada porque el elemento de tensién constante se compone
por lo menos de un diodo de Zener, que funciona en el alcan
ce de ruptura de Zener.

4.~ Disposicidén, segin la reivindicacidén 3, carag
terizada porque para la elevacién de la tensidn resultante
en los elementos de tensidén constente estdn:conectados en -
serie verios diodos de Zener.

5.~ Digposicidén, segin una de las reivindicacio--

nes precedentes, caracterizada porque los diodos de Zener ~
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estdn conectados entre uno de los extremos del divisor de -
tensidn v la fuente de tensidn de voltaje mds alto,

6.~ Disposicién, segin la reivindicacidn 1, carac
terizada porque el elemento de construccidn, permeable para
la corriente sélo en una direccidédn, y conectado a la fuente
de tensidn de potencial mds bajo, es un diods, que Se hace
funcionar en la direccidn del flujo al existir potencial -
nmds bajo.

7.~ Disposicién, seqin la reivindicacidn 1, carac
terizadas porque el empalme de potencizl, comdn a la cone--
xién, es el empalme de masa.

8.~ Disposicién, segin una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizada porque el diodo de Zener estd co
nectado con un diodo en serie, de tal modo que este diodo -
se haga funcionar en direccién de flujo al existir poten- -
clal de voltaje mds alto.

9.- Disposicidn, segin una de las reivindicacio--
nes precedentes, caracterizada porque el potencial de la -
fuente de tensidn de voltaje méds bajo importa aproximadamen
te 12 voltios v aquél de la fuente de tensgidn de voltaje =
méds alto importa‘aproximadamente 30~36 voltios, porque en--
tonces estdn previstos 4 diodos de Zener con una tensidn de
ruptura de Zener de aproximadamente 6 voltios en la cone- -~
xidn en serie, porque estd previsto un divisor de tensidn,
compuesto de dos resistenclas en cada caso con 5 kChm y por
que el enlace entre las dos resistencia con el potencial de
12 voltios estd unido por medio de un diodo solicitado en la
direccidn de flujo.

10.~ Disposicidén, segin una de las reivindicacio--
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nes precedentes, caracterizada poroue la tensidn de voltaje
mds alto es una fuente de tensiédn estabilizada y prevista -
para la seleccidn de frecuencia.

11.- Disposicién, segin una de las reivindicacio-
nes precedentes, caracterizada porque todos los elementos -
de conmutacidn estdn alojados en un cuerpo semi-conductor -
comin.

12.- Disposicién de conexidn para el funcionamien
to preferente de un grado en una conmutacidén eléctronica de
sucesion con conexién de retencidn.

Segin se describe y reivindica en la presente me-
moria descriptiva v se ilustra con los planos reglamenta- -

rios que a la misma se acompafian.

Consta la presente memoria de trgée hojjas foliae--

das y escritas a mdquina por una soli defsus cafas.

MADRID

g———

FS-.: Franisas dol Peze
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